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１．概要（Summary） 

究極の半導体材料として知られるダイヤモンド基板上

に成膜したニッケル（Ni)膜に微細形状を構成するため、

極小・不定形基板でもフォトリソグラフィが可能なマスクレ

スのレーザ露光装置を用いてレジストのパターニング実施

し、ウェットエッチングによる Ni 膜への微細形状パターン

作製を試みた。今回はダイヤモンド基板表面を研磨する

ことで、高速マスクレス露光装置を用い、短時間で微細形

状パターンを作製した結果を報告する。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  高速マスクレス露光装置 

 

【実験方法】 

試料としてアダマンド並木精密宝石株式会社にて育成

及び表面研磨を行ったヘテロエピタキシャルダイヤモンド

（100）基板（KENZAN DIAMONDTM 8 mm角）を用い

た。 

この基板上に Ni薄膜をスパッタ法により、2.0 m厚の

Ni 膜を成膜した。レジストとして AZ-1500（AZ マテリアル

ズ製)を用い、7000 rpm にてスピンコートした。露光装置

として NIMS 微細加工プラットフォームの高速マスクレス

露光装置 DL-1000（ナノシステムソリューションズ製）を用

いた。下地ダイヤモンド<100>に平行な格子状にφ2 m、

10 m ピッチとなるよう設計したパターンを Dose 量 600 

mJ/cm2の条件でフォトリソグラフィを行った。露光、現像後

のレジストパターンを光学顕微鏡で観察した。その後、希

硝酸にて Ni 膜のウェットエッチングを行い、Ni 膜に形成

されたパターンを光学顕微鏡にて観察した。 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

今回の高速マスクレス露光装置を用いて作製した

Sample 1, 2のレジストパターン及び Niエッチング後の

光学顕微鏡像をそれぞれ Fig.1-a、2-a、1-b、2-bに示す。

円形に形成されたパターン径の平均はそれぞれ 2.2 m、

2.0 m であり、レジストの貫通も確認、及び Ni エッチン

グが進んでいることが分かった。 

  

  

Fig.1. OM Images 

1-a) Sample No.1 before etching, -b) after etching 

2-a) Sample No.2 before etching, -b) after etching 

これは弊社の研磨技術により、これまで平坦化ができ

なかった大面積の As-grown ダイヤモンドの表面を平坦

にすることができたため、高速マスクレス露光装置で大面

積基板の露光も短時間かつ均一に処理できたものと考え

られる。 
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